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SME 994 |
SME 996  N-Kanal-MOS-Feldeffekttransistoren-Tetroden
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MafBbild mit Anschlubelegung

Wédrmewidersténde: R pS 0,46 K/mwl)

thja

N-Kanal-MOS-Feldeffektransistoren-Tetroden vom Verarmungstyp (depletion) mit inte-
SME 992 flir UKW-Anwendungen

SME 994 fiir VHF-Anwendungen
Grenzwerte (giiltig filr den Betriebstemperaturbereich) . SME 996 fir UHF-Anwendungen

grierten Schutzdioden

SME 992 SME 994 SME 996 Einheit
_UDS 20 20 20 Vv
IDAV 40 30 30 mA
+
.+.
- IGZS 10 10 10 mA
Pt0t< 0 | 200 200 200 mW
(T& = 60 °C)
TC 150 150 150 °C
Tstg -55 bis 1256 -55 bis 125 -55 bis 125 °C

1) Transistor auf Keramiksubstrat 8 x 10 x 0,6 mm®




Statische Kezmwerte*(Ta = 25 °C)

f =1 KHz)

SME 992 SME 994 SME 996 Einheit

+ < < <

- Igiss = 50 = 50 = 50 nA
+ —

- Ugg =5V,

Ugos = Upg =0 V)

+ < < < -
- Igoss = 50 = 50 = 50 nA
+ i—

(- Ugeg =5V, )

Ugis = Upg =0 V) = 50 nA
Ibss

(Upg = 10V, 1 bis 25 mA
Uggg = 4 V)

(Upg = 15 V, 92 bis 20 9 bis 20 mA
“UG1S(OFF) .

(Upg = 10V, =1,3 \%
ID = 20 pA

UGZS = 4 V) . .

(Upg = 15 V, = 9,5 = 2,5 \%
Ip = 20 pA

Uggg =4 V)

“Uaas(orr) B

(Upg = 10 V, = 1,1 %
Iy = 20 pA,

Ugig =0 V) ) )

(Upg = 15 V, = 2,0 = 2,0 \%
ID = 20 pA,

Ugig =0 V)
Dynamische Kennwerte (T, = 25 °C)

SME 992 SME 994 SME 996 Einheit

Y515 .

(UDS =10 V, = 20 mS
Unog = 4 V,

ID = 15 mA,




SME 992

SME 994

SME 996

‘Einheit |

f = 200 MHz,
G_ =2 mS,

G, = 0,5 m8)
DS = 15 V,

ges = Vs
I. =10 mA,

f = 200 MHz,
G = 2 mS)

(Upg = 15V,
=4V,

G28
p = 10 mA,

U

f = 200 MHz,

G_ = 2 mS)
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